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запрещенной зоны полупроводников»; Международная 

конференция «Актуальные проблемы молекулярной 
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конференция «Неравновесные процессы в 

полупроводниках и полупроводниковых структурах»  1-

2 февраль. 2017. Ташкент. 
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машғулотларидаги зарурий назарий ва амалий 
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Международной конференции по Оптическим и 
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Х.О., Матназаров А.Р.Получение структурно 
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Si1-x Gex с заданными электрофизическими и 
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